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[57]申請專利範圍
1.　一種電流源電路，包括：一電流鏡模組，具有輸入端、第一輸出端和第二輸出端，而該
電流鏡模組之輸入端耦接一電壓源；一分壓模組，具有輸入端和輸出端，而該分壓模組

之輸入端耦接該電流鏡模組之第一輸出端，而輸出端則接地，其中該分壓模組包括：一

第五電晶體，其第一源/汲極端和閘極端彼此互相耦接，而該第五電晶體之第二源/汲極端
則透過該分壓模組之輸入端耦接至該電流鏡模組之第一輸出端；以及一第六電晶體，其

第一源/汲極端透過該分壓模組之輸出端接地，其閘極端耦接至該電流鏡模組之輸入端，
而其第二源/汲極端則耦接該第五電晶體之第一源/汲極端；一第一電晶體，其第一源/汲
極端耦接一偏壓，其第二源/汲極端則耦接該電流鏡模組之第二輸出端，而該第一電晶體
之第二源/汲極端與閘極端彼此互相耦接；以及至少一第二電晶體，其第一源/汲極端耦接
至該分壓模組之輸出端，其第二源/汲極端耦接該電壓源，並輸出一偏壓電流，其閘極端
則耦接該第一電晶體之閘極端。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電流源電路，其中該第一電晶體操作在一次臨限區。
3.　如申請專利範圍第 1項所述之電流源電路，其中該第一電晶體和該第二電晶體皆為一

NMOS電晶體。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之電流源電路，其中該電流鏡模組包括： 一第三電晶體，其
第一源/汲極端和閘極端彼此互相耦接，並透過該電流鏡模組之第一輸出端耦接至該分壓
模組之輸入端，而該第三電晶體之第二源/汲極端則透過該電流鏡模組之輸入端耦接至該
偏壓電流；以及一第四電晶體，其第一源/汲極端透過該電流鏡模組之第二輸出端耦接至
該第一電晶體之第二源/汲極端，而該第四電晶體之閘極端和第二源/汲極端，則分別耦接
該第三電晶體之閘極端和第二源/汲極端。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之電流源電路，其中該第三電晶體和該第四電晶體皆為一
PMOS電晶體。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之電流源電路，其中該第五電晶體為 PMOS電晶體。
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7.　如申請專利範圍第 4項所述之電流源電路，其中該第六電晶體為 NMOS電晶體。
圖式簡單說明

圖 1繪示為習知電流源電路之電路圖。

圖 2繪示為習知電流源電路之電壓對電流的示意圖。

圖 3繪示為依照本發明實施例之電流源電路之電路圖。

圖 4繪示為本發明實施例之閘控電壓對偏壓的示意圖。

圖 5繪示為本發明實施例之閘控電壓對偏壓之示意圖(具有 50%高斯分布的臨界電壓變動
量)。

圖 6繪示為本發明實施例之偏壓對偏壓電流的示意圖。

圖 7繪示為習知電流源電路之臨界電壓變動率對閘極電壓的示意圖。

圖 8繪示為本發明實施例之臨界電壓變動率對偏壓的示意圖。
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